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FIGURE 3A

(57) Abstract: The invention relates to a method for treating a substrate (10) comprising at least one superficial layer of monocrystalline
silicon carbide, said method comprising: - placing said substrate (10) in a furnace, - lowering the pressure in the furnace to a pressure
(pF) of between 0.01 and 0.5 Pa, - heating the substrate to a temperature (TF) above a sublimation temperature for silicon at said pressure
(pF), so as to form a layer of carbon on the layer of monocrystalline silicon carbide by sublimation of the silicon of the surface of said
layer of monocrystalline silicon carbide, and - after formation of the carbon layer (30), heat-treating the substrate at a heat treatment
temperature (Tt) strictly above 1300°C and under a pressure (pr) above the pressure (pr) of formation of the carbon layer.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procéde de traitement d'un substrat (10) comprenant au moins une couche superficielle de carbure
de silicium monocristallin, ledit procédé comprenant : - le placement dudit substrat (10) dans un four, - I'abaissement de la pression
dans le four jusqu'a une pression (pF) comprise entre 0,01 et 0,5 Pa, - le chauffage du substrat a une température (TF) supérieure a une
température de sublimation du silicium a ladite pression (pF), de sorte a former une couche de carbone sur la couche de carbure de
silicium monocristallin par sublimation du silicium de la surface de ladite couche de carbure de silicium monocristallin, et, - apres la
formation de la couche de carbone (30), un traitement thermique du substrat a une température de traitement thermique (T) strictement
supérieure a 1300°C et sous une pression (pr) supérieure a la pression (pr) de formation de la couche de carbone.
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